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Charakteristika výsledkov
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Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
V rámci projektu sme pripravili a analyzovali viacero MOS štruktúr s dielektrickými vrstvami s vysokou
permitivitou. Prispeli sme k určeniu tepelnej stability a k mechanizmu zvodových prúdov pre tenké vrstvy
HfSiO, ktoré sú uvádzané v súčasnosti do produkcie.
Pripravili sme a analyzovali sme vlastnosti tenkých dielektrických vrstiev oxidov prvkov vzácnych zemín, ktoré
sú považované za potenciálnych kandidátov pre dielektrické vrstvy v MOS štruktúrach v budúcej generácii
kremíkovej CMOS technológie. Ukázali sme, že veľmi tenké vrstvy Gd2O3, La2O3, Nd2O3 a Pr6O11 pripravené
MOCVD technológiou majú permitivitu v rozsahu 12 – 14. Pripraviť veľmi tenké vrstvy oxidov vzácnych zemín
s vyššou permitivitou (~ 18) alebo nízkou hodnotou ekvivalentnej hrúbky oxidu (~ 1 nm) je možné v prípade
zlúčenín GdScO3, LaLuO3, alebo v prípade La2O3 špeciálnym technologickým postupom.
Určili sme efektívnu výstupnú prácu Ru v MOS štruktúrach obsahujúcich dielektrické vrstvy s vysokou
permitivitou. Efektívna výstupná práca Ru je 4,7 eV. Ukázali sme, že vrstvy Ru-Si-O sú charakterizované
vysokou výstupnou prácou (5,2 eV) a túto si zachovávajú aj po spracovaní vo formovacom plyne a po rýchlom
tepelnom spracovaní až do teploty 900 oC.
V prípade MOS štruktúr na GaN sme úspešne pripravili vrstvy Al2O3. Ukázali sme, že pre MOS štruktúry
(Au/Ni)/Al2O3/GaN je možné znížiť hustotu zvodových prúdov hradla oproti štandardnému Schottkyho hradlu
až o 6 rádov.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:
We have prepared and analysed several MOS structures with high dielectric constant layers. We have
contributed to determination of thermal stability and to mechanism of leakage currents for thin films HfSiO,
which are actually introduced into the production.
We have prepared and analysed properties of thin dielectric films of rare earth oxides, that are considered as
potential candidates for dielectric layers in MOS structures in the next generation of CMOS technology. We
have shown, that thin films Gd2O3, La2O3, Nd2O3 and Pr6O11 grown by MOCVD technology have dielectric
constant in the range 12 – 14. Preparation of ultrathin films of rare earth oxides with high dielectric constant
(~ 18) or with low equivalent oxide thickness (~ 1 nm) is feasible based on GdScO3, LaLuO3 compounds, or using
special technology in the case of La2O3 thin films.
We have determined effective workfunction of Ru in MOS structures with high dielectric films. Effective
workfunction of Ru is 4.7 eV. We have shown that Ru-Si-O layers have high effective workfunction (5.2 eV)
which is preserved during the treatment in forming gas and during rapid thermal annealing up to temperature
900 oC.
In the case of MOS structures on GaN we have succesfully prepared Al2O3 films. We have shown, that for the
MOS structure (Au/Ni)/Al2O3/GaN it is possible to decrease leakage currents through the gate by 6 orders of
magnitude in comparison with standard Schottky gate.
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